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На відміну від систем «пара–конденсат» або «хімічно активне се-
редовище–конденсат», в основу системи «плазма–конденсат» покла-
дена безпосередня взаємодія плазми магнетронного розряду з росто-
вою поверхнею осаджуваного шару, що завдяки фізичним процесам 
сприяє створенню стаціонарних квазірівноважних умов конденсації 
речовини. Дані умови є необхідними для отримання різноманітних 
мікро- та наноструктур. 
В даній роботі використовується система «плазма–конденсат», 
створена на основі магнетронного розпилювача та пустотілого катоду, 
в якій підкладки розташовуються в катодному вузлі і речовина кон-
денсується в зворотних дифузійних потоках. Від'ємний потенціал та 
присутність електричного поля над ростовою поверхнею суттєво 
впливають на рух осаджуваної речовини, що відображається на струк-
турі конденсату. 
З метою з'ясування механізмів структуроутворення в даній системі 
проведено серію експериментів по осадженню конденсатів титану, 
міді та алюмінію в зворотних дифузійних потоках при підвищених 
тисках робочого газу та малій потужності розпилювача.  Для дослі-
дження структури та морфології поверхні шарів використовувалися 
методи електронної мікроскопії. Встановлено, що до загальних зако-
номірностей слід віднести пріоритетний ріст високопористих струк-
тур, структурні елементи яких мають стовпчастий характер та ростуть 
перпендикулярно поверхні підкладки для всіх досліджуваних матеріа-
лів. При достатньо тривалому осадженні спостерігається випереджаю-
чий ріст крупних фрагментів конденсату, виступаючих над ростовою 
поверхнею. Очевидно, основний вплив на формування даних структур 
в квазірівноважних умовах справляє перерозподіл іонізованих оса-
джуваних потоків електричним полем над рельєфними неодноріднос-
тями. Даний механізм можна назвати польовою селективністю. 
